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VDie dreidimensionale (3D-)Integration mit vertikalen 

Durchkontaktierungen (eng. TSV: Through Silicon 
Vias) ist eine vielversprechende Methode, um eine 
kompakte, platzsparende und zuverlässige Integra-
tion von Chips zu erreichen. Für die 3D-Integration 
sind dünne Chips mit einer Dicke kleiner 50 μm gut 
geeignet, um kurze elektrische Verbindungen und 
geringe Aufbauhöhen zu erlangen. Sie ermöglichen 
die Herstellung von Durchkontaktierungen mit kleinen 
Durchmessern und hohem Aspektverhältnis. Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges 

Konzept für die Stapelung ultradünner ChipFilmTM-Chips mit vertikalen Durch-
kontaktierungen erstellt und realisiert. Die Durchkontaktierungen wurden nach 
der Metallisierung hergestellt (sog. Via-Last). Die folgenden drei wesentlichen 
Hauptteile wurden ausführlich untersucht:
Untersuchung der elektrischen Eigenschaften gesinterter und ungesinterter 
poröser Siliziumschichten (PS-Schichten) und des Verhaltens von porösen Si-
liziumschichten bei der Passivierung durch thermische Oxidation. Herstellung 
von vertikalen Durchkontaktierungen in ChipFilmTM-Membranwafern mit Hilfe 
eines neuartigen selbstjustierten Via-Ätzprozesses. Stapelung von ultradünnen 
ChipFilmTM-Chips auf Siliziumwafern und die Charakterisierung der elektrischen 
Eigenschaften der dabei hergestellten Durchkontaktierungen anhand eines Dai-
sy-Chain-Designs.
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